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CONTEUDO PROGRAMATICO

Disciplina: Cadigo:
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES IEF-365

Carga Horaria | Tedrica | Pratica Total N2 de Créditos:
Semanal 04 00 04
Total 60 00 60 4.4.0
Pré-Requisitos: Caddigo
FISICA MODERNA Il IEF-322
Ementa:

Redes cristalinas. Rede reciproca. Bandas de energia. Impurezas e
Imperfeicbes em cristais. Concentracao de portadores. Técnicas de crescimento de
cristais Juncdes p-n. Dispositivos semicondutores. Fungdes metal / ndo -metal;
filmes finos

Bacharelado em Fis. Industrial OBR

* indicar se é OBR - Obrigatério
OPT - Opitativa



Programa:

01.

02.
03.

04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.

Redes de pontos, redes reais

Rede reciproca, espalhamento de Raios X

Niveis atdmicos, densidades de estados, poténcial quimico, concentracao
de portadores de carga

Estados localizados. Excitons., Par doador-aceitado

Concentracao de portadores em equilibrio térmico;

perturbacao poér efeitos externos

Crescimento de cristais, método Czochralski, LPE, MOCVD,MBE

Zonas de deplecéo, processos diretos, heteroestruturas, processos reversos
Dispositivos (diodos, transistores e circuitos integrados )

Funcgéo trabalho, barreiras Schottky, MOS

Emissoes radiotativas e nao radioativas, células solares

Luz coerente, emisséo estimulada e exemplos de laser semicondutores
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